BSY 34 - B

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
im TO 39-Gehduse fir den Einsatz
in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber

Bauform 1 TO39

Wéarmewiderstand  Rije < 220 K/W
Rthjc é 60 W
Grenzwerte
Uceo = 60V I = 200 mA
Uces = 60V Iy == 200 °C
Ucko = 40V L = —65...-200 °C
Ueso = 5V Ptot = 2,6 W (bei %q == 45 °C)
Ic = 600 mA

Statische Kennwerte (8. = 25 °C)

lcBO (bei Ucso = 50V)
Uericeo (bei Iceo = 10 mA)

s

>
Uprices (bei Ices = 10 pA) > 60V
UCEsat (bEi |C = 500 mA, IB = 50 ITIA) ) g 1,0 Vv
UBEsat (bei Ic == 500 mA, le = 50 IT'IA) .E 1,5V
h21E (bei Uce- =1V, lc = 100 mA) = 25
h2te (bei Upe =1V, lc = 500 mA) = 10

Dynamische Kennwerte (s = 25 °()

fr (bei Uce =10V, Ic =30mA, f=100MHz) = 250 MHz
ton (bei Ic = 500 mA, Is1 = 50 mA, < 50ns
toft — Ig2 = 25 mA, RL = 80 Ohm) < 95ns



